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Patcnlanspriichc: 

1. Vcrfahrcn rum Hcrsicllcn von Hochfrc- 
qucnrlransistorcn mil cincr zwci Bcrcichc untcr- 5 
schicdiichcr Dolicrung aufweiscndcn Basiszonc. 
bci dcm auf das durch cine Siliziumdioxydschichl 
mi! cincm dcr Basiszonc cnlsprcchcndcn Durch- 
bruch abgcdccklc Halblcilcrsubslrat cine dolicrlc 
Sili jmdioxydschichl aufgcbracht vdrd, dcrcn lo 
DolicrungsslofT zu cincm dcm Lcitungslyp dcs 
Substrats cnlgcgcngcsctztcn Lcilungstyp fUhrt, 
dadiirch gc k c n n 7 c i c h n c t , daQ in die 
dolicrlc Siliziumdioxydschichl (13) cine OfTnung 
(14) cingcbracht wird, dcrcn Abmcssungcn dcm 15 
inncrcn Bcrcich (17) dcr Basiszonc cntsprcchcn, 
daO sodann zur Erzcugung dcs den inncrcn Bc- 
rcich umgcbendcn autkrcn Bcretchs(16) dcr Ba- 
siszonc in das Subslral (10) DolicrungsslofT aus 
den darubcrltcgcndcn Bcrcichcn (15) derdoticr- «o 
icn Siliziumdioxydschichl (13) cindiffundicrt wird, 
daB anschlicCknd zur Hcnitcllung dcs inncrcn 
Bcrcichs(17) dcr Basiszonc cin den Lcilungslyp 
dcs auQorcn Bcreichs(16) crzcugcndcr Dolic- 
rungsslofT durch die OfTnung (14) cindifTundicrt as 
wird und daB schlicBlich zur Ausbildung dcr 
Emillcrzonc (18) oberhalb dcs inncrcn Basisbc- 
rcichs (17) cin den cnlgcgcngcsctztcn Lcitungs- • 
typ crzcugcndcr DolicrungsslofT cindifTundicrt 
wtrd. 30 

2. Vcrfahrcn nach Anspruch 1, dadurch gc- 
kcnnzcichnct, daO dcr auCkrc Tcilbcreich (16) 
dcr Basiszonc glcichzcitig mit dcm inncrcn Tci^ 
bcrcich (17) dcr Basiszonc und dcr Emitterzonc 
(18) hcrgcslclll wird. 35 

3. Vcrfahrcn nach Anspruch 1, dadurch gc- 
kcnnzcichncl, daB dcr zur HcrstcUung dcs innc- 
rcn Bcrciches (17) der Basiszonc durch die OfT- 
nung (14) in das Substrat (10) cindifTundicrlc 
CkstierungsslofT in cincr inncrhalb dcr OfTnung 40 
(14) abgclagcrtcn. diinncn Siliziumdioxydschichl 
aufgcbracht wird. 

4. Vcrfahrcn nach Anspmch 1, dadurch gc- 
kcnnzeichncl, daB die dolicrlc Siliziumdioxyd- 
schichl (13) wahrcnd dcr einzjtlncn DifTusions- as 
schrittc zur Erzcugung dcs auBcrcn Basisbcrcichs 
(16), dcs inncrcn Basisbcrcichs (17) und dcs 
Emitters (18) mit cincr undotjcrtcn Siliziumdi- 
oxydschichl abgcdccki wird. 

5. Vcrfahrcn nach Anspruch 1, dadutch gc- 5° 
kcnnzcichr.ct, daU wahrcnd dcs DifTusionsschrillcs 
zur Bildung des 'duBcrcn Bcrcichs (16) dcr Basis- 
zone dcr innerc Bcrcich (17) dcr Basiszonc durch 
cine undoticrtc Siliziumdioxydschichl abgcdcckt 
wird. 55 



Die Effindung l;clrifTl cin Vcrfahrcn zum Her- 60 
stclicn von Hochfrcqucnztransistorrn mil cincr zwci 
Bcrcichc unlcrschicdlichcr Dolicrung aufwciscndcn 
Basiszonc, bci dcm auf das durch cine Siliziumdi- 
oxydschicht mit cincm dcr Basiszonc cnlsprcchcndcn 
Durchbruch abgcdcckt.; Halbicitcrsubstral cine do- 65 
ticrtc Silidumdioxydschichl aufgcbracht wird. dcrcn 
DoiicrungsstofT ru cincm dcm Lcitungslyp dcs Sub- 
strata cntgcgcngcsclxtcn Lcitungstyp fuhrt. 
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Bci dcr HcrstcUung von planarcn Hatblcitcrbau- 
clcnicnicn. z. U, von T.-ansislorcn. wcrdcn die cin- 
zclncn Zoncn und Ohcrgiinpc gcwohnhch mitlds 
cincr Folgc von DifTusionsschriilcn crzcugt, durch 
die nachc*mandcr die Basiszonc und die EmiUcrzonc 
in dcr Niihc dcr Ohcrflachc dcs als KolIcklor die- 
jcndcn Substrain gcbildcl ^^rdcn Bcr d.cscm Vcr- 
fahrcn wird die jcwcih gchildclc Halblctlcrkonfigu- 
ralion mit cincr Ahdcckschichl aus Stltz.umdioxyd 
iibcrzogcn, in die minds photoiiihographischcr Vcr- 
fahrcn OfTnungcn cingcbracht wcrdcn. 

!m niichslcn Bcarbcilunps^chriu wcrdcn in die 
Sijf dicsc Wdsc frcigdcgtcn Bcrcichc m cmcm Er- 
warmungsprozca DolicrunpvsiofT cmdiRundien. Dcr 
DolicrungsslofT kann in Gasform zugcfuhrt wcrdcn. 
Es ist abcr auch bckannl. auf die frcigdceicn Bc- 
rcichc dcs Ha!hlcilcrsuhMrals cine dottcrtc SiUzium- 
dioxydschichl aufzubringen, aus wdcher in dcm 
darauffolgcndcn ErwarmungsprozcD dcr Doticrunps- 
stoff in das darunlcr bcfindlichc Halblciicrmalcnal 
cindifTundicrt. - u 

In dcr Halblciicrtechnik isi man nun slandig bc- 
miihl, dnc hohcre Schahgcschwindigkcil dcr Bau- 
dcmentc zu errdchen. z. B. Transistorcn hcrzu- 
stcllcn. die fur immcr hohcre Frcqucnzcn gccignet 
sind. Bckanntlich crgibl sich die obcre Frcqucnz- 
grcnzc von Transisiorcn durch die zcuiichc vcrzogc- 
rung, die mil dcm T^itungsmcchanismus dcr Ladungs- 
iragcr iibcr die Basiszonc dcs Transistors hmwcg, 
d. h. vom Emitter/Basis- zum Basis/KoUcktorubcr- 
gang zusammcnhangt. Da dicsc zdthchc Vcrzogc- 
rung von dcr Basiswcitc abhangt, isl man bcstrcbi. 
bci dcr HersteUune von Transisiorcn die Basiswcitc 
moglichst klcin zu machcn. Die Eniv.icklung be- 
wcgt sich dcshalb in dcr Richiung, bci glctchzciuccr 
Vcrmcidung dcs Durchschlacs dcr Easiszonc, Tran- 
sisiorcn herzusldlcn. dcrcn Basis aus cincr f^achcn. 
cindifTundierlcn Zone bcstehl. Einr dcrartig flachc 
BasisdifTusion gibi jcdoch AnlaB zu cincm hohcn 
Widcrstand im Randbcrdch dcr Basiszonc, dcr den 
inncrcn, aklivcn Bcrdch dcr Basiszonc umgibt und 
dcr sich zu den Ohmschcn AnschluBkontaklcn fur 
die Basts ersircckt. Dcr hohc Widersland dcs auRe- 
rcn Basisbcrcichs ist uncrwiinschl, da zur Erzidung 
cincr hohen SchaUgcschwindigkdt dn schr gcnnger 
Widcrstand dcs durch den auBcrcn Basisbcrcich fuh- 
rcndcn Leitungswces von dcm aklivcn. inncrcn Ba- 
sisbcrcich bis zum Ohmschcn Kontaki zu fordern isl. 

Man isl dcshalb in dcr Halbldicncchnik dazu 
ubcrgegangen, den inncrcn und den aufScrcn Bcrcich 
dcr Basis in gclrcnntcn, voncinandcr unabhanpiccn 
DifTusionsschriltea zu crzcugcn. Ein dcrariigcs DifTu- 
sions vcrfahrcn isl z.B. in dcr USA-Palcntschnft 
3 305 913 bcschricbcn. Bci dicscm Vcnahrcn wcrdcn 
die auGcrcn Basisbcrcichc zunachst mittds Diffusion 
durch OfTnungcn inncrhalb von Sili/iu mdioxydmas- 
ken hindurch in das Halhldtcrsubstrai mil cmcm 
vorgcccbcncn Lciirahigkcit^typ cingcbracht. '•otKi 
die Konzcntralion und die DifTusion^ticfc so gcwahU 
-wcrdcn. daO man den cr^'unschtcn nicdnpcn Wider- 
stand jcrhalt. Danfi wird die gcsamtc Subsiratobcr- 
flache wicdcrum mit cincr Siiiziumdior>'dschicht ab- 
gcdccki und mil Hilfc von Pholorcsisimclhodcn und 
AtzvcrfahrLii dnc wcitcrc Maskc inncrhalb dicscr 
Schichi hcrgcstclU. wobci die OfTnung dcr Maskc bc- 
zu^lich dcr Obcrflachc dcs Substrats und bczuglich 
dcs zucr^l CindifTundierlcn, auOcrcn Basisbcrcichs 
justicrt scin musscn. Nunmchr wird c^cr Lnncrc Ba- 
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Mshorcich durch die MaskcnofTnunp hind*-rch cin- 
Jidundicrl, wobci dcr glcichc CKuicrungsstofT wic 
lx:im uuBcrcn Basistx: rcich, jcdoch cine nicdrigcrc 
Konrcntration und cine gcringcrc Ticfc gcwahll 
wird. SchlicClich wird dcr llmiitcr durch Diffusion 5 
durch die glcichcn OfTnungcn hindurch unlcr Bc- 
nuizung cincs DolicrungsslofTs dcs SubslraUcllfahig- 
kciliyp^ crzcugl. Die Ictztgcnannlc Diffusion wird 
inncrhath dcs inncrcn aklivcn Basisbcrcichs cingc- 
bracht. Hicrbct wird die Ticfc dcr DifTusion so ge- lo 
w:ihlt, daB cine Basis mil schr schmaler Basiswcilc 
gcbildcl wird. 

Dieses Vcrfahrcn stellt rwar cincn wcnvoHcn 
Schrili in Richlung dcrLosung dcs Problems dcrHcr- 
sicllung von Bastszonen mil Tcilbcrcichcn unier- 15 
schicdlichcr Dolicrung und mil in wcllcn Grcnzcn 
viiiltlbarcn Paranictcrn dar, die praktischc Durch- 
fiihrung dcs Vcrfahrcns wird jcdoch durch die zu 
fordcmdc Juslicrung dcr Maskcn schr crschwcrl, Bci 
dor HcrslcIU ng dcr zwcttcn Siliziumdioxydmaske zur ao 
DifTusion dcs innetxn Basis- bzv,v des EmiUcrbe- 
rcichs bcrcilct cs groBe Schwicrigkciten, cine Offnung 
in hinrcichcnd pr'aziscr Juslicrung mil dcm nichV 
difTundicrtcn Flachenbc rcich inncrhalb dcs difTun- 
dicrlcn, auBcren Basisbcrcichs anrubringcn. Bci dcr 35 
HcrstcUung von mikroclcklronischcn Transislorcn 
licci dicso OfTnung, durch welchc die DifTusion zur 
r.rlcugung dcs inncrcn Basisbcrcichs crfolgt, in dcr 
GroL^cnordnung von 2, 4 ;/m. Infolgcdcsscn crgcben 
bcrelts gcringfugigc Abwelchungcn dcr Lagc dcr 30 
OfTnung Bauclcmcnlc, bci dcncn cnlwcdcr dcr inncrc 
Basisbcrcich cincn ru gcringcn Widcrstand aufwcisl 
tKlcr stch umgckchrt cln unlragbar hohcr Widcrstand 
im auGcrcn. zu den Ohmschcn Konlaklcn fuhrcndcn 
Basisbcrcich cinslclll, 35 

Dcr Erfindung licgl die Aufgabc zugrundc. cln 
Vcrfahrcn zum Hcrslcllcn von Hochfrcqucnzlransi- 
storcn dcr clngangs gcnannlcn Art anzugcbcn, bci 
dcm dcr auGcrc und dcr inncrc Basisbcrcich in gc- 
ircnntcn, voncinandcr unabh'anglgcn DifTusionsschril- 40 
ten crzcugl wcrdcn, wobci auf cine zusatzlichc Mas- 
kicrung rwischcn den die Bcrciche dcr Basiszonc cr- 
zcugcnd^'n DifTusionsschrillcn vcrzichtcl wcrdcn 
kann, so daO allc Schwicrigkciten cnlfallcn. die in 
Vcrbindung mil dcr Maskcnjusticrung auftrctcn. 4S 

GcmaG dcr Erfindung wird dicsc Aufgabc dadurch 
gclost, daB in die doticrtc Siliriumdio.xydschicht cine 
OfTnung cingcbracht v.-ird, dcrcn Abnvessungcn dcm 
inncrcn Bcrcich dcr Basiszonc cnisprcchcn, daB so- 
dann zur Erzcugung dcs auGcrcn den inncrcn Be- so 
rcich umgcbcndcn Bcrcichs dcr Ba<;iszonc in das 
Substrat CtolicrungsstofT aus den darubcrlicgcndcn 
Bcrckhcn dcr dolicrtcn Silidumdiox^dsciiichl cin- 
difTundicrt v^-ird, daB anschlicBcnd zur HcrstcUung 
dcs inncrcn Bcrcichs dcr Basiszonc cin den Lxriiungs- 55 
t>p dcs SuBcrcn Bcrcichs crzcugcndcr DolicrungsstofT 
durch die OfTnung clndifTundicrt v-nrd und daB 
schlicBlich zur Ausbildung dcr Emlltcrronc obcrhalb 
d« inncrcn Basisbcrcichs cin den cntecgcngcsctrtcn 
lintungst>-p crzcuscndcr DoticrungsslofT cindifTun- ^ 
dlcn wird. 

Einc vortcilhafic Ausbildung dcs crfindungsgc- 
maBcn Vcrfahrcns bcslchl darin, daO dcr auBcrc 
Tcilbcrcich dcr Basiszonc glcichzcilig mil dcm itmc- 
rrn Tcilbcrcich dcr Basiszonc und dcr Emttlcrzonc 65 
hcrgcslcllt wild. 

Das crfindungsgcmaBc Vcrfahrcn kann wcllcrhin 
in vorlcilhaflcr Wcisc so durchgcfiihrt wcrdcn, dab 



dcr zur HcrMcllung dcN inncrcn Ucrcichs dcr Basis- 
zone durch die Offnung in das Substrat cindiiTun- * 
dicrlc DoliorunKSSlofT in cincr inncrhalb dcr OfT- 
nung ahgclagcrtcn. dtinncn Siriziumdioxydschtchl 
aufgthrachi wird. Vortcilhafi ist cs femcr, daB die 
dotieric Silizlumdioicydschichi wahrcnd dcr cin/clncn 
Dinuslonsschriuc /ur Erzcugung dcs auBcrcn Basis- 
bcrcichs, dcs Inncrcn Basisbcrcichs und dcs Eniil- 
tcrs mil cincr undolicricn Siliziumdioxydschicht ab- 
gcdccki wird. Dadurch wird vcrhindcrl, daB die do- 
licrtc Siliziumdioxydschicht Antcilo dcs in ihr cnt- 
halicncn DoticrungssiofTs an die Umgebung at>g»f^J- 
Voricilhatl zu dicsem Zwcck kann cs auch scin. daB 
wahrcnd dcs DlfTuslonsschrilics zur Bildung dcs 
iiuBcrcn Bcrcichs dcr Basiszonc dcr inncrc Bcrcich 
dcr Basiszonc durch cine undoiicric Siliziumdioxyd- 
schicht abgcdcckt wird. 

Die Erfindung wird an Hand cincs durch C\c 
Zcichnungcn crlautcrtcn Ausfuhrungsbcisplcls bc- 
schricben. In den Fig. 1 bis 7 sind die cinzclncn 
Vcrfahrcnsschriltc in schcmatischcn OucrschniUcn 
dcr jcwciligen Konfiguralioncn dar^cstcMt. 

Enisprcchcnd dcr Darslcllung in Fig. 1 wird cm 
aus dcm Siliziumplattchen 10 bcsichcndcs Substrat 
aus Halblcitcrmatcrial cincs crstcn Lcitungsiyp>s, 
z. B. dcs n-Lcilungstyps, mil cincr isolicrcndcn 
Schichtll aus Siliziumdioxyd bcdcckl, Dann wird 
unicr Bcnuizung von bckanntcn Phoioresisi- bzw*, 
Aizvcrfahrcn dcr DurchbriJch 12 in der Sniziumdj- 
oxvdschicbt angebrachi. dcsscn Abmessung dcrjcnt- 
gcn Flachc cntsprichl, die von dcr gcsamtcn Basis- 
rone Inncrhalb dcs Substrals in Anspruch genommen 
wird (Ft g. 2). 

Als nUchsics wird. enisprcchcnd dcr Darstellung 
in Fig. 3, iibcr dcm Durchbruch 12 cine SUiziumdi- 
oxydschicht 13 aufgcbrachl, die durch Beimcngung 
cincs DolictungssiofTs cincn dcm Lcltungstyp dcs Plutt- 
chens 10 cntccgcngcscizlcn Lcilungstyp aufwcisl. Im 
Fall dcs n-lcitcndcn Sub5irats wird die Schicht 13 
durch Zngabc von Bor p-!ciicnd gcmacht. Die 
Schicht 13 wird in t>ckanntcr Wcisc bci cincr Tcm- 
pcratur von 900'' C odcr darunter aufgcbrachl, so 
daB bci dicsem Vcrfahrcnsschriti kclnc wcscnthchc 
DifTusion aus dcr Schicht 13 in das Substrat hincin 
siaitfindcn kann. Die doticrtc Siliziumdioxydschicht 
kann auch aus clner die Siorsubstanz cnthaltcndcn 
Losjng in clncm anodischen OxydationsprozcB auf- 
cebrachl wcrdcn. 

Danach wird. cntsprechcnd dcr Darslcllung in 
Fig. 4. durch cincn bckanntcn Pholorcsist- brv.-. 
Aiichrilt die OfTnung 14 in die Schicht 13 cingc- 
bracht. wob^l die Abmessung und die Lagc dicscr 
Offnung den Abmcssungcn dcs ir.ncicn Tciibcrcichs 
dcr Basis des hcrzustcUcndcn Transistors anspnchi. 
Die OfTnune 14 <Jcgt clwa zcniral inncrhalb dcs 
Randbcrc:chs 15 dcr das Substrat bcdcckcndcn. do- 
licrtcn Sch'cht 13. dcrcn Abmcssungcn dcm auBcrcn 
Bcrcich dcr Basiszonc dcs Transistor* cntsprcchcn, 
Bci dic^m Vcrfahrcnsschriti. d. h. bc^or irgcnd- 
cir>c Diffusion rur Ausbildung dcs auBcrcn Basi*^bc- 
rcichs. dcs inncrcn Basisbcrcichs odcr dcs Emincr- 
bcrcichs durchccfUhrr wordcn isi, cxisucri bcrctts 
die cndgiilcicc mashicrcndc Anordnung. In den nach- 
fulgcndcn Vcrf ahrcnsschrittcu bcstchl dahcr kcmc 
Notwcndigkcll. cine wciicrc Maskicrung dcs Sub- 
sirats vorrunchmcn. 

Dcr auOcrc Basisbcrcich 16 mil cincr vcrhaUnis- 
m'dGig hohcn Konzcntration von p-Lcitfahigkcil cr- 
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rcugcndcn Stdrstcllcn (Fig. 5) wind danach durch 
Erhitzcn dc$ Subslrats aus clwa 1000*^0 fiir cine 
Zcil von ctwa 30 Mtnutcn hcrgcstcIU, Dabci difTun- 
dicrt das Bor aus den Bcrcichcn 15 dcr doticrtcr. 
Siliziumdioxydschicht in das Substrai hincin. Dcr 5 
inncrc Basisbcrcich 17 (Fig- 6) wird dann in dcr 
Wcis€ crrcugt, daB p-Lcilung crzcugcndcs Bor durch 
die OfTnungl4 miltcls irgcndcincs bckanntcn Diffu- 
sion svcrf ah re ns in das Subsirat cmdifTundicrt wird. 
Zu dicscm Zwcck kann z. B. das KapseldifTusions- to 
vcrfahrcn bcnutrl werdcn, bci wclchcm das mas- 
kicrtc Subsirat in cio cvakuicrtcs RcaklionsgcraB cln- 
gcbrachl wird, in dcm sich auch die mil Bor dolicrtc 
Siliziumqucllc bcfindet. Das RcaklionsgcraB wird 
iiber cine Zeitdaucr von cincr Stundc auT cine Tcm- 15 
pcralur von 1000*^0 crhilzL Dcr so gcbildctc inncrc 
Basisbcrcich 17 bcsitzt cine vcrhallnismaBig gcringc 
StSrstcllcnkonzcritration. 

Nunmchr wird dcr Emitter 18 (Fig, 7) miltcls 
cincr rwcilcn Diffusion durch die Offnung 14 hin- >o 
durch crzcugt, indem cin n-Lcitung crzcugcndcr Do- 
ijcrungsslofi, bcispiclswcisc Phosphor, in cincm bc- 
kanntcn, mil offcncm Reaktionsrohr arbcitcndcn 
Diffusi'^nsvcrfahrcn cindiffundtcn wird. Hicrzu wird 
das raaskiertc Substral in cincn 'jicn cingcbracht, in 15 
vclchcm cine Phosphorqucilc aus Phosphorpcntoxyd 
(PjO^) auf cine Tcmpxratur von 300- C crhitzt wird, 
wahrcnd das Subsirat selbsl iibcr cine Zeitdaucr von 
12 Minuten auf cincr Tcmpcratur von 900^ C gc- 
haJlen wird. Ein Tragcrgas bringt den Phosphor in 30 
Kontakl mil dcm SubslraL Auf dcr Obcrflachc dcs 
Subslrats werdcn sodann (nicht dargcstcllle) 
Ohmschc AnschluBkontaklc in bckannter Wcisc an- 
gcbrachl. 

Im vopilchimdcn stclll die Diffusion zur Hcrstcl- 35 
lung dcs auCicrcn Basisbcrcichs cincn cigcncn Vcr- 
fahrcnsschrltt dar, dcr vor den Diffusioncn zur Hcr- 
slcUung dcs inncrcn Basisbcrcichs und dcr Emitlcr- 
zone durchgcfuhrt wird. Dicscr Vcrfahrcnsschritl 
zur Herslcliung dcs auBcrcn Basisbcrcichs durch 40 
Diffusion dcr StorslcUcn aus dcr doticrlcn Maskc 13 
in das Subsirat hincin kann auch gkichrcitig mil den 
Diffusionsschrillcn zur HcrstcIIung dcs inncrcn Tcil- 
bcrcichs dcr Basiszone und dcr Emiltcrzone durch- 
gcfuhrt werdcn. 45 

Jc nach An dcs bcnutzlcn DifTusionsvcrfahrcns bci 
dcr HcrstcIIung dcs inncrcn Basisbcrcichs. bcispicls- 
wcisc bci cincm Diffusionsverfahren mil offcncm Re- 
aktionsrohr. be^tchl die Moglichkdt, daB sich iibcr 
dcr OfTnung 14 cine dlinnc Abdcckung bildct. Dicsc 50 
S^hicht kann vor Durchfiihrung dcr Emiltcrdiffusion 
ohnc wciicrc Maskicrung Icicht cntfcmt werdcn, in- 
dem das Subsirat in cine \'crdunntc Saure, wclchc 
die dickcrc Abdcckschicht 13 im wxrsentlichcn nichl 
angrcift, cingctauchl vnrd, ^ 

In dcr btsherigcn Bcschrcibung wurdcn zur Hcr- 
M-Ilung dcs inncrcn Tcilbcrcichs dcr Basis und dcs 
Emitters DanipfdiffusionsN-crff hrcn %xr»-xndct. Sclbsl- 
\-crs( irxflich konncn auch andcrc DifTusiorvs\Trfahrcn 
cinvchlicBlich dcr FcstkdrpcrdifTusion bcnulzi wcr* 60 



den. Bcispiclswcisc kann das doticrte Siliziumdioxyd 
zur HcrstcIIung dc^ inncrcn BaM^bcrriches oder dcs 
Emitters aU cine Schichl inncrhalb dcr Offnung 14 
nicdcrgcschlagcn werdcn. E>ic Konzcntralion dcr 
Slorslcllcn in dcm doticrlcn Siliziumdioxyd, die 
Dicke dcr doticrtcn Schiclit, die Tcmp<ratur und die 
Zeitdaucr dcr Diffusion werdcn dabci in bckannter 
Wcise gcstcuerl, um die gcwunschtcn Eigcnschaflcn 
dcs inncrcn Basislcilbcrcichs. z. B. die flache Diffu- 
sion und die gcringe Basisweitc, zu crhalten. Wcnn 
dcr inncrc Tcilbcrcich dcr Basis durch Diffusion aus 
cincr Siliziumdioxydabdcckung inncrhalb dcr Off- 
nung 14 hcrgcsiellt wird, so muB dicsc Abdcckung 
njlurlich vor dc: Emitterdiffusion wicdcr cntfcmt 
werdcn. Dies ist icichl moglich. da die vcrhallnismaBig 
flache Diffusion dcs inncrcn Basisbcrcichs mil nic- 
drigci Storstciicnkonzcnlration lediglich cine vcrhall- 
nismaBig diinnc dolicrtc SiliziuDidioxydabdcckung 
inncrhalb dcr Offnung 14 crfordcrl. Dicsc diione Ah- 
dcckung kann cntfcTit werdcn durch Eintauchcn in 
cine vcrdiinnic Saure, die ausreicht, um die oberhalb 
dcr Offnung 14 bcfindlichc Abdcckung zu cnlfemcn, 
ohnc daB im wescntlichr.n die Maskierungscigcn- 
schaficn dcr Maskc 13 bceintrachu'gt werdcn. 

Bci dcr HcrstcIIung dcs inncrcn Basisbcrcichs und 
dcr Emiiicrzonc durch cin Kapscldiffusionsvcrfahren 
kann die doticrte Siliziumdioxydschicht 13 dazu nci- 
gcn. Bor an die Umgcbung abzugcbcn. Solchc frci- 
gcwordcncn Borantcilc konnen cine unerwunschtc 
Andcrung dcs Siorstcllcngchalts dcr Umgebung vcr- 
ursachcn. In glcichcr Wcisc kann auch wahrcnd dcr 
DifTusion dcr auBcrcn l^asisbcrcichc Bor aus der 
Schichl 13 in die Umgcbung freigesetzl werdcn. Die- 
ser storcnde Effckt kann durch Aufbringcn cincr 
Schutzschicht au^i undoticrtcm Siliziumdioxyd iibcr 
die dolicrtc Schichl 13 vcnmicdcn werdcn. EHesc 
Scnutzschicht wird am bcsten auf die S<:hichl 15 
wahrcnd dcs in Fig. 3 dargcsiclltcn Vcrfahrens- 
schriitcs aufgcbrachl. Die Abdcckung wird bci cjncr 
Tcnnpcralur untcrhalb von 900*^0 durchgcfuhrt, um 
jcglichc vorzcirigc Diffusion von StorslcUcn aus der 
Schichl 13 in das Substral zu vermcidcn. P>'rolyli- 
schcs Nicdcrschlagcn odcr cine Aufbringung durch 
Kaihodcnzcrsiaubung nach bckanntcn Mcihodcn sind 
cbcnfalls zur HcrstcIIung dcrartigcr Schutzschichten 
bci nicdrigcn Tcmpcraturcn gccignct. In dicscm Fallc 
werdcn bci dcr Herslcliung dcr Offnung 14 sowohl 
die Schichl 13 als auch die Schutzschichl durch- 
brochcn. 

In den Pallcn, in dcncn die Frcisctzung von Bor 
hauplslichlich wahrcnd dcr DifTusion dcs auBcrcn- 
Basisbcrcichs aufiriit, kann dicscm Effckt durch 
Aufb ringers cincr diinncn Schichl aus Siliziumdioxyd 
iibcr dcr Offnung 14 unlcr Anwcndung von pyro- 
l>tischcn Nicdcrschlagsvcrfahrcn, KathodenzcrstSu- 
bung odcr cincs anodischcn Oxydalionsvcrfahrcns 
bci nicdcren Tcmpcraturcn wirksam bcgcgnct wer- 
dcn. Wic bcrcits crwahnl. kann cine dcranigc dunne 
Schichl Icichl vor dcr DifTusion dcs inncrcn Basisbc- 
rcichs mil Hilfc cincr Alzlosung cntfcmt werdcn. 
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